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ABSTRAK 

 

 

 

 

 

Penguat rendah hingar merupakan salah satu komponen yang terdapat pada 

bahagian hadapan sistem penerima isyarat tanpa wayar. Diletakkan berhampiran dengan 

antena, bahagian ini bertindak meminimumkan isyarat yang mengandungi hingar di 

samping menguatkan isyarat yang datang dari bahagian sebelumnya. Ia biasanya digunakan 

untuk menguatkan isyarat yang lemah yang kebiasaannya wujud  pada radio dan kabel 

penerima. Di dalam menjalankan projek ini, sebahagian pengkhususan nilai menggunakan 

aspek dari sistem Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT). Semasa 

merekabentuk penguat, ciri-ciri penguat rendah hingar telah dipelajari dan dikaji. Oleh yang 

demikian, teras pada penguat menggunakan struktur simple common-source 

transconductance pada fasa pertama dan pada fasa kedua menggunakan simple common 

source dengan eleman aktif pirau. Kelebihan menggunakan suap balik ini adalah penguat 

akan mengurangkan kewujudan hingar di samping mengurangkan ketidak selanjaran 

gangguan dengan menyeimbangkan antara keluaran dan masukan. Rekabentuk  penguat 

kurang hingar ini dijalankan menggunakan  perisian ‘Mentor Graphic’ dengan 

menggunakan teknologi 0.35-um tsmc (Taiwan Semiconductor  Manufacturing Company) 

untuk proses rekabentuk dan simulasi. Pada penghujung proses, rekabentuk susunan 

penguat rendah hingar dihasilkan dan bersedia untuk distrukturkan di dalam bilik bersih.  
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COMMUNICATION USING  0.35-µm CMOS TECHNOLOGY 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Low Noise Amplifier (LNA) is one of the receiver front end component. Place near  

antenna, this part used to minimize the noise figure of the amplifier while providing enough 

gain with sufficient linearity to overcome the noise of subsequent stage. It is commonly 

used to amplify  signal that are to weak for direct processing for example in radio and cable 

receiver. For this project, some specification to design Low Noise Amplifier  are picked 

from Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT) specification. During 

designing the amplifier, the characteristic of the low- noise amplifier has been study. Thus, 

the core amplifier of   the low noise amplifier consist of simple common source 

transconductance structure for the first stage and the second stage used common source 

amplifier with active shunt- shunt feedback. The advantage by using the  feedback structure 

is the amplifier reduce effect of noise that occur and reduce non-linear distortion as the 

output proportional with the input. The design of  the Low Noise Amplifier used Mentor 

Graphic software by using 0.35tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) for 

design and simulation process. At the end of the process, layout of the Low Noise 

Amplifier has been produce and ready to be fabricated at clean room. 
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